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1 Leistungs-Derating, Kühlung 22

  

 

Lsg-Abb. 
1.1 

a) aus Afg-Abb. 1.1: 
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b) – ϑKnick sinkt ebenfalls um 20 K, also auf 5°C (die Temp.-Diffe-

renz ∆ϑ  = ∆T  bleibt bei 125 K, was einer Parallelverschiebung 

des das Derating darstellenden Geradenabschnitts entspricht und 

durch das Intervall [ϑKnick; ϑJmax bzw. ϑJzul] definiert ist) 

– Die Wärmewiderstände ändern sich nicht 
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– weiter auf dem nächsten Blatt – 
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1 Leistungs-Derating, Kühlung (fortgesetzt) 
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d) 

 Lsg-Abb. 1.2 
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abgelesen aus Afg-Abb. 1.1:  mm1001 =l  
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f) abgelesen aus Afg-Abb. 1.3: 4,0=a  

W33
K/W2,12

K)60130(

K/W12,2

K/W)52,02,04,1()(

K/W0,52K/W3,14,0)0()(

)0(

)(

K/W3,1)0(:vorgeg.

gesth,

AmaxJmax
zul

gesth,

thHthMthJCgesth,

thHthH

thH

thH

thH

=
−

=
−

=

=

++=++=

=⋅=⋅=

→=

=

R
P

R

vRRRR

RavR

R

vR
a

R

ϑϑ

 

6

 

2 Z-Diode 22

  

 

Lsg-Abb. 2.1 

a) aus Afg-Abb. 2.1: )V2,7(mA5 0ZTestZ, === ZUUI  2

b) V1000Z|Z === UU I ;   mA40
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s. Lsg-Abb. 3.1: )mA27|V2,3(AP =  
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c) 

 

Lsg-Abb. 2.2 4

 
 
 
 

– weiter auf dem nächsten Blatt – 
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2 Z-Diode (fortgesetzt) 
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3 Dioden: Anwendung 8

  

 

Lsg-Abb. 3 

(Dioden D2i realisieren die eigentliche Lampentest-Funktion; sie entkop-

peln die Leuchtmelder Hi untereinander. 

Dioden D1i stellen die Rückwirkungsfreiheit zu den weiteren Anlagenteilen 

(Ei) her. 

D1i und D2i bilden somit jeweils eine rückwirkungsfreie ODER-Funktion: 

Hi = ki v LT;  Ei = ki.) 
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4 BJT als Schalter 24

  

 Lsg-Abb. 4 

a) Basis-Emitter-Ableitwiderstand RBE, s. Lsg-Abb. 4. 2

b) UCEsat vernachlässigt  →  0CEsat =U  

Last (T1 leitet) 

 Relais REL: 12 V / 3,3 W  →  

mA275V12/W3,3/ RELRELCL ==== UPII  

 aus Afg-Tab. 4 mit T1 = …–25 (Current Group) u. dem nächst-

gelegenen Wert für IC = 300 mA: 100min =B  

RBE (T1 sperrt; I1 = 0; ICB0 = IRBE in Lsg-Abb. 4) 

 ICB0: maßgebend ist ϑa,max; aus Afg-Abb. 4.2 liest man ab (Kurve

„Maximum“): nA500maxCB0, =I  

 Si-Transistor: Ω=== k400
nA500

V2,0V2,0
RBE

maxCB0,
max I

 

 Ω= k360RBEE24 ;  

Probe obere Tolerangrenze: Ω<Ω=Ω⋅ k400k387k36005,1  
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4 BJT als Schalter (fortgesetzt) 

  
 RV (T1 leitet) 
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c) REL: ohmsch-induktive Last  → 

 beim Ausschalten (Gegeninduktionsspannung) 

2

d) – s. Lsg-Abb. 4 

– mA275CLFM === III ;  V12BatRM ==UU  

 (in der Praxis Sicherheitszuschläge) 

– „Einschalten“ von FD: Spannungsüberhöhung V5,2)0(F ≅+u  

 V5,14V)5,212()0()0( FBatCECEmax =+=++≅+= uUuu  
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e) Wesentliche Verlängerung der Abfallzeit von REL 2

 


